TECHNIKA

NizkoSumovy predzosilinovad
a pasmovy priepust na 144 MHz

Zoltan Gyetvai, OM7AQ
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Obr. 1 - Sché pojenia predzosilitovaga s CF300

Aldivita stanic v CW a SSB &asti pasma
2 m sa poteSitefne 2zvySuje. V niektorych
pripadoch (netradi¢né druhy prevadzky, vel-
ké preteky) uz citlivost a selektivita starSich
komer&nych all-mode zariadeni (FT-225RD,
FT-290R, FT-480, TR-9000, IC-245 a pod.)
nesta¢i na dosiahnutie dobrych vysledkov.
Moderné GaAs FET sugiastky ndm umoznia
prijimat slabé signaly a pasmovy priepust
pomoéze zlepsit selektivitu.

“Srdcom” predzosiliovata je GaAs FET
CF-300 od firmy AEG Telefunken. Na vystup
je pripojeny pasmovy priepust (obr. 1). Mézu
sa pouzit aj iné podobné nizkoSumové
predzosilfiovate podla [2].

Konstrukcia

Mechanick( konstrukciu vidime na obr. 2.
Krabi¢ka je zhotovend z plechu hrubky 0,6-
0,7 mm. Okrem source obvodu tranzistora

16

GaAs FET, ktory je s plodnym spojom
pripevneny na krabicu sUbeZne, je cela
kon8trukcia samonosnd (vzduchova montaz).

Sudiastky

V8etky cievky maju indukénost 120-150 nH.
Su vyrobené z drétu CuAg ¢1,2 mm a navi-
nuté na ¢6 mm. Polet zavitov je 6,5 na dizke
17 mm. Ladiace kondenzétory rezonaninych
obvodov (C3, C7, C9, C11, C13) su
vzduchové trimre dobrej akosti (najlepsie
ARENA) 15 pF. Vazobné kondenzatory C1,
C8, C10 a C12 su teflbnove trimre (SKY)
0,5-3 pF. Kondenzatory C4, C5 a C6 su
chipové. Vystup celej jednotky pripojime na
L5 asi jeden zavit od studeného konca.

Nastavenie

Hotovy predzosilffovad najprv vyskiSame
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bez GaAs FET. Pripojime napdjacie napatie
12 V a kontrolujeme napéatie na Zenerovej
diéde D (ZPD 7,5 a pod) - asi 7,5 V. Na
kondenzéatore C5 (470 pF) meriame napéatie
2/3 Uz (asi 5 V). GaAs FET CF-300 pricinu-
jeme opatrne - treba dodrzat pravidld prace
s CMOS suciastkami. Drain pripojime k L2
asi 1,5 zavitu od kondenzatora C6. Potencio-
meter P nastavime do strednej polohy a zno-
vu pripojime napdjacie napétie. lsource je asi
10-15 mA (bud ho odmeriame tak ako je
uvedené v [2], alebo vypolitame podla
Ohmovho zakona - napétie meriame na R3).
lsource mMbZeme nastavit potenciometrom P.
Pradovy odber celej jednotky je asi 30 a2
35 mA. Vystup zataZime bezinduk&nym od-
porom S0 Q. Kondenzatory C1-C2 nastavime
na 4 pF (otd¢anim C1 v beznapdtovom
stave). Ostatné vazobné kondenzétory na-
stavime na minimum. Na vstup pripojime
signalny generator naladeny na 1450 MHz
(aroven signdlu 10 mV). VSetky rezonanéné

obvody nastavime na maximum. Ked méame
k dispozicii vobler, tak pomocou vé&zobnych

kondenzatorov  nastavime  charakteristiku
s minimdlnym 2zvinenim pri Sirke pasma
2-3 MHz.

Po nastaveni pripojime hotovl jednotku
k anténe a k RX a najprv potenciometrom P
a potom kondenzatorom C1 nastavime
minimélny Sum. Nastaveny predzosiifiovac
doplnime vhodnym prepinadom (prepinacim
obvodom a vf relé podla pouZivaného
vykonu) a umiestnime &o najblizSie k anténe.

Dobre nastaveny predzosiltova¢ ma
zosilnenie asi 18 dB, $irku pasma 3 MHz
a Sumové C&islo medzi 0,8-1 dB.
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